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太陽電池や薄膜トランジスタ、そしてバイオセンサ用蛍光検出器などに幅広く応用され高い産

業実績を持つ水素化アモルファスシリコン(a-Si:H)は、近年では LSI上のオンチップ光配線への応

用に注目が集まっている。高屈折率の a-Si:H は高密度な光集積回路の形成を可能にするのみなら

ず、プラズマ CVD 法により 400C以下で良質な薄膜を成膜できるため、SOIを用いた従来技術で

は困難であった金属配線まで形成された LSI 上に一貫したプロセスで光回路を構築することが可

能になる。ところが、a-Si:H は通信波長帯域で Siのダングリングボンドに起因する欠陥吸収を持

ち、超低損失な a-Si:H 導波路の実現は本質的に困難であるといった問題があった。本研究では、

成膜温度を 250Cとすることで欠陥密度を最小限に抑制し、超低損失 a-Si:導波路を実現した。 

まず始めに、250C で成膜した a-Si:H 薄膜の吸収係数

を定常光電流法と透過・反射法を組み合わせた手法によ

り測定した(図 1)。その結果、波長 1550nmでの吸収係数

が~0.04dB/cm に抑制されており、非常に低損失な薄膜

を実現できた。次に、この a-Si:H を用いて導波路幅

800nm、導波路高さ 440nm、リブ高さ 100nmの導波路を

作製し、カットバック法を用いて伝搬損失を測定した

(図 2)。我々の非常に低損失な a-Si:H 薄膜を用いること

で、伝搬損失 0.60 dB/cmの超低損失光導波路を実現した。 

本研究で作製された導波路の伝搬損失は、a-Si:H 自体

の吸収損失よりも一桁程大きい。つまり、導波路の作製

工程を改善することで、今後もさらなる低損失化が期待

できる。加えて、波長 1.31m 帯においても吸収は低く

抑えられており、光通信波長帯全域で低損失な光導波路

として期待できる。 
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図 1 a-Si:H薄膜の吸収損失 

図 2 a-Si:H導波路の伝搬損失測定結果 
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